BF225

NPN-Silizium-Planar-Transistor im Silect* *-Gehdause

Fiir regelbare FS-ZF-Verstarkerschaltungen

Fiir allgemeine HF-Regelanwendungen bis in den UHF-Bereich

Mechanische Daten

Diese Transistoren sind in ein spezielles Plastik-Geh&use eingekapselt. Das Gehause widersteht Lot-
temperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen aus-
gezeichnet stabile Kennwerte und erflllen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 106B.

Emitter 1,6 %

41+0,13

4—5,19——

410,25

Silect-Gehéduse

* Latfahigkeit in diesem Bereich nicht garantiert

4,7 £0,1 3—L———12,7 min————s~

Absolute Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung

Kollektor-Emitter-Spannung

Basis-Emitter-Spannung

Kollektorstrom

Gesamtdauerverlustleistung bei Ty g 25°C (Bem. 1)
Lagerungstemperaturbereich

Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehéause fir 10 s

Bemerkung:

1. Lineare Reduzierung bis auf Ty = 125 °C mit 2,5 mW/°C

** Schutzmarke von Texas Instruments

MaBe in mm

50 V
40V
4V
50 mA
250 mW
—55°C bis +150°C
260 °C

[7 TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
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BF225

Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Priifbedingunged min typ max Einh.
Usryceo lc=100pA, Ig=0 50 \
Usryceo lc=4mA, Ig=0 40 v
Usr)EBO |E =100 pA, Ic =0 4 \
Iceo Ucp=20V 100 nA
IcBo Uce =20V, Ty =85°C 10 uA
IEBO Ugg =3V, lg=0 100 nA
hre Uce =10V, Ic =4 mA 30 75

IB Uce=3V; Ie=10mA 1 mA
Usr Ucg =10V; Ic=4mA 0,75 0,84 \

fp Uce =10V, lg =4 mA, 400 700 MHz
Ciz2e Ucg =10V, lIc=1mA, f= 10,7 MHz (Bem.?2) 0,28 pF
Vp opt Uce =10V, Ic =4 mA, f= 35 MHz 44 dB

Vierpolkoeffizienten

Uce =10V, Ic =4 mA, f= 366 MHz
g11e = 3,0mS | Yi2e| = 70uS
bite = 6,0 mS P1ze = —0°
Ci1e = 26 pF

goge = 35uS ’
b2ze = 245 1S | Yo1e| = 100 mS
Ce2 = 1,1 pF pate = —10°
Bemerkung:

2. Mit Abschirmung Cj2e = 0,22 pF.

i TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
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BF225

Is = f(Usg) lc = f(Uck)
Ucg=10V Ig = Parameter
mA "‘:
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BF225

[Ya1e|=f (Ic) Yize = f(Ucn)
UCB=10V;f=36,QMHz Ic=4 mA;f= 36,6 MHz

125 = 0,15 o~
mS N &

mS
100

| /] \ )
71N N

b
— 12e
\ 0,05
25

“912e
0 0 |
0 4 8 12 mA 16 0 5 10 vV 15
It Ueg——
Yiie=f(lc) Yage = f(ic)
Ucs=10V; f= 36,6 MHz Ucp = 10V; f = 36,6 MHz
% TR HS gl
mS 4 ~
300 ,/
Se L
b
Ye 20 / fre Y22e —T"b22e /
200
//922e

. / /
7 ymm

12 mA 6 0 4 8 mA 12
Ig—

o
~
©
o
v

i TeEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
805 Freising, Haggerty-StraBie

182



BF297, BF298, BF299

NPN-Epitaxial-Planar-Silizium-Transistoren im Silect* *-Gehause

Silect-Transistoren fur industrielle und Konsumer-Anwendungen

Mechanische Daten

Diese Transistoren sind in ein spezielles Plastik-Gehause eingekapselt. Das Gehause widersteht Lot-
temperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen ausge-
zeichnet stabile Kennwerte und erfiillen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 106B.

Basis 1,6 %
Emitter — %
3
I - ) ”
o s o —y
~ w X T T
‘ <
—
Kollektor|
[+4,7 :0,13 12,7 min

410,25
Silect-Gehéduse mit TO-18 AnschiuBfolge

* | dtfahigkeit in diesem Bereich nicht garantiert

MaBe in mm

Absolute Grenzwerte
BF297 BF298 BF299

Kollektor-Basis-Spannung 160 V 250 V 300V
Kollektor-Emitter-Spannung 160 V 250 V 300V
Emitter-Basis-Spannung < 5V
Kollektorstrom < 100 mA
Gesamtdauerverlustleistung bei Ty < 25°C (Bem. 1) < 625 mW
Lagerungstemperaturbereich <« —55°C bis +150 °C
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehé&use fir 10 s <« 260 °C

R 2R 2R

Bemerkungen:

1. Lineare Reduzierung bis auf Ty = 150°C mit 5,0 mW/°C

** Schutzmarke von Texas Instruments,

i TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
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BF297, BF298, BF299

Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

-

Parameter Prufbedingungen BF297 BF298 BF299 Ein-
min typ max min typ max min typ max heit
U®sRr)cso lg = 100 pA, Ig=0 160 250 300 \
UBRr)CEO lc = 10 mA, IB=0 160 250 300 \"
(Bem. 2)
UBR)EBO Ig = 100 pA, lc=0 5 5 5 V]
lcBO Ucs=100V, Ig=0 50 nA
UeB=200V, Ig=0 50 nA
Ucs = 250V, Ig=0 50 nA
lEBO Ugs =3V, lgc=0 50 50 50 nA
hFE Ucg =10V, lc =5 mA 10 10 10
Uce = 10V, lc =30 mA 30 150 30 150 30 150
Ucg =10V, lc = 100 mA 10 10 10
UBE(sat) Is = 3 mA, Ic = 30 mA 0,85 0,85 08 V
(Bem. 2)
UcEsat) IB =3 mA, lc = 30 mA 1 1 1 v
(Bem. 2)
Cize Ucs =30V, Ig =0, 4,0 4,0 4,0 pF
f = 500 kHz
Coze Ues = 30V, Ig =0, 55 55 55 pF
f = 500 kHz
fr Uce =10V, lc = 30 mA 95 95 95 MHz
Bemerkungen:

2. ImpulsméaBig gemessen mit tp = 300 us, d < 2%.

F
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BF297, BF298, BF299

Ptot = f (Tu)
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BF297, BF298, BF299

Ucgsat) = f (Ic) Ucksat) = 1 (Tv)
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Is In
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BF297, BF298, BF299

he = f(Ucp) he = f(l¢c)
lc=3mA Ucg =10V
10 1100 10 {100
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BF320

P-Kanal-Epitaxial-Planar-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistor

Symetrischer Aufbau in Silizium
Fir Kleinsignalanwendungen

Mechanische Daten

Diese Transistoren sind in ein Plastik-Gehause eingekapselt. Das Gehéduse widersteht Lottemperaturen,
ohne sich zu verformen. Selbst unter hohem FeuchtigkeitseinfluB zeigt das Bauelement stabile Kenn-
werte, und es flllt die Anforderungen von MIL-STD-202C, Methode 106B. Der Transistor ist lichtun-er
empfindlich.

16%
J— o
2
S o E
bt —.S -+ — =
Gate Source [=+—5,1——s=te——12,7 min ——e
Silect-Gehduse TO-92
* Lotfahigkeit in diesem Bereich nicht garantiert
Mage in mm

Absolute Grenzwerte
Drain-Gate-Spannung —15V
Drain-Source-Spannung +15V
Gate-Source-Sperrspannung 15V
Gate-Strom in DurchlaBrichtung —10 mA
Gesamtdauerverlustleistung bei Ty = 25°C (Bem. 1) 200 mW
Lagerungstemperaturbereich —55 °C bis +150°C
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehause fir 10 s 260 °C

Bemerkung:

1. Lineare Reduzierung bis auf Ty = 125 °C mit 2,0 mW/°C.

ﬁ TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
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BF320

Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen min max Einh.

UBRrycss Gate-Source-Durchbruchsspannung lg = 10 A, Ups=0 15 \"

lass Gate-Reststrom Ugs = 10V, Ups =0 20 nA

less Gate-Reststrom Ugs =10V, Ups =0, 2 uA
Ty = 100°C

Ipss Drainstrom Ups = —10V, Ugs =0 —0,3 —15 mA
(Bem. 2)

Ugs Gate-Source-Spannung Ups = +10V, Ip = —30 pA 0,3 79 V

Ugs(oty Pinch-Off-Spannung Ups=—10V, Ip=-—10nA 8 \

Ya1s) Vorwartssteilheit Ups=—10V, Ugs=0V, 0.8 50 mS
f=1kHz

Cios Ruckwirkungskapazitat Ups = —10V, Ugs =0V, 16 pF
f=1MHz

Ciis Eingangskapazitat Ups=—10V, Ugs=0V, 32 pF
f=1MHz

Yaos! Ausgangsleitwert Ups = —10V, Ugs =0V, 200 uS
f=1kHz

Gruppe —Ipss beiUps =10V, Ugs =0V

A 0,3— 4,5 mA mA

B 3,6— 85 mA

C 7,5—15,0 mA

Bemerkung:

3. ImpulsmaBig gemessen; tp = 300 us, d = 2%.

[70 TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
805 Freising, Haggerty-StrafBie




BF320

< Ptot = f (Tu)
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BF340 bis BF343

PNP-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistoren

Besonders geeignet, um Germanium-HF-Transistoren in folgenden Anwendungen
zu ersetzen: b

Vor- und Mischstufen in KW-, MW- und LW-Bereich

ZF-Verstarker in AM-Empfangern

Mechanische Daten

Diese Transistoren sind in ein spezielles Plastik-Geh&use eingekapselt. Das Gehduse widersteht Léttempe-
raturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen ausgezeichnet
stabile Kennwerte und erfillen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 106B.

Em\'t/ter 16 %
Basis __11,273—-/ S °,
AN ] Z—’;‘
Lt T .
— - S —_— ——— 2L o
-5 55 _l
! * < C
Kollektor |
4,7 -0,13 12,7 min
41:0,25
Silect-Geh&use
* Lotfahigkeit in diesem Bereich nicht garantiert
MaBe in mm
Absolute Grenzwerte
Koliektor-Basis-Spannung —35V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) —32V
Emitter-Basis-Spannung —5V
Kollektor-Dauerstrom —50 mA
Gesamtdauerverlustleistung bei Ty < 25 °C (Bem. 2) 250 mW
Lagerungstemperaturbereich —55 °C bis 150 °C
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehause fir 10 s 260 °C

Bemerkungen:

1. Dies gilt bei offener Basis
2. Lineare Reduzierung bis auf Ty = 125 °C mit 2,6 mW/°C

[7 TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
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BF340 bis BF343

Elektrische Kenndaten bei Ty = 25°C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Priifbedingungen Ein-
- min typ max heit
UmsrycBo Kollektor-Basis-Durchbr.-Spanng. Ic = —100 #A, Ig =0 —35 \
Umsryceo Kollektor-Emitter-Durchbr.-Spanng. Ig = —1 mA, Ig=0 —32 \"
(Bem. 3)
UsRry)EBO Emitter-Basis-Durchbr.-Spanng. Ig = —100upA, Ic=0 —5 \
lcBo Kollektor-Basis-Reststrom Ucp=—10V, Ig=0 —100 nA
hre Gleichstromverstarkung Ucg=—9V, Ilc=—-—1mA BF341 45 150
Ucg=-9V, Ilc=—1mA BF342 60 150
Ugg=-—9V, Ilc=—1mA BF343 30
Uce=—-9V, Ic=—1mA BF340 30
fp Transitfrequenz Uceg =—9YV, Ic=—1 mA 80 MHz
F Rauschfaktor Uce=—-9V, Ilc=—1mA, 2,5 dB
Rg =175 Q, f=1MHz
F Rauschfaktor Ucg=—9V, lg=—1mA, 1,0 dB
Rg = 1kQ, f=1MHz
Ci2e Rickwirkungskapazitat Ucg = -9V, lc = —1 mA BF341 1,4 pF
f = 500 kHz BF342 1,4 pF
BF343 1.4 pF
f=10,7 MHz BF340 1.5 pF
1/g22e Ausgangswiderstand Uep=—9YV, Ilc = —1 mA, 90 kQ
f = 500 kHz
Uep=—9V, Ic = —1 mA, 50 kQ
f=10,7 MHz
Dynamische Kennwerte
Vierpol-Koeffizienten bei —Ugp = 5 V, —Ic = 2 mA, f = 500 kHz
g11e = 1,6 mS g22e = 7 S | Ya1e| = 65 mS )
bi1e = 160 uS bzze = 9,5 1S —p =1°
Vierpol-Koeffizienten bei —Ugp = 5 V, —Ig = 2 mA, f = 55 MHz
g1ze= 1,6 mS gaze = 14 1S | Ya1e| = 64 mS
bize= 1,7mS bgge = 100 S - = 3°
Vierpol-Koeffizienten bei —Ugp = 5 V, —l¢ = 2 mA, f = 10,7 MHz
gite = 2,2m$S g22e = 24 uS | Yaie| = 63 mS
bite = 3,4 mS bage = 200 S - = 10°
Vierpol-Koeffizienten bei —Ugp = 10 V, —~l¢ = 3 mA, f = 36,6 MHz
g11e = 9,3 mS g22e = 140 uS | Yo1e| = 80 mS
bite = 1,3 mS baze = 650 uS —p =27°
Vierpol-Koeffizienten bei —Ucg = 5 V, —lg = 2 mA, f = 100 MHz
g11p = 145 mS g22p = 280 1S | Yo1p | = 55 mS
biip = 73 mS baep = 1,3 mS ¢ =130°

Bemerkung:
3. ImpulsméaBig gemessen; tp = 300us, d =< 2%.

ﬁ TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
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BF340 bis BF343

A 462a

Ptot = f (Tv)
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BF340 bis BF343

4a

Al

hre = f (Ic) hte = f (Ic)
Ucg = Parameter Ucg = —9V, f=1kHz
100 B - 100
-9V, N & N
P“’——, -._: < 1 N
80 -6V- =1,5 V1
-3 105N
hFE \\ hfe
60
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20
0 0
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BF340 bis BF343

Yp = f(lc)

Yite
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BF340 bis BF343

F=1{(c)
Ucg=—9V, Rg=60Q
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BF348

N-Kanal-Epitaxial-Planar-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistor
Symetrischer Aufbau in Silizium

Fiir allgemeine Anwendungen bis 500 MHz. Besonders geeignet als UKW-HF-
Verstéarker und Mischer

Fir allgemeine industrielle Anwendungen als Gleichspannungsverstarker;
Chopper usw.

Mechanische Daten

Diese Transistoren sind in ein spezielles Plastik-Geh&use eingekapselt. Das Gehduse widersteht Lét-
temperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen aus-
gezeichnet stabile Kennwerte und erfiillen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 106 B.

— 1,6 %
e -t &
?
l ;m 1 =
’ 5 o sl €
. S . | —e— F—
5 WM
mit g o

s 12,7 min

Silect-Gehduse TO-92

Source Gate

* [ 5tiahigkeit in diesem Bereich nicht garantiert

MaBe in mm
Absolute Grenzwerte
Drain-Gate-Spannung 40V
Gate-Source-Spannung —40V
Gatestrom in DurchlaBrichtung 25 mA
Gesamtdauerverlustleistung bei Ty < 25 °C (Bem. 1) 250 mW
Lagerungstemperaturbereich —55 °C bis +150 °C
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehé&use flr 10 s 260 °C
Bemerkung:

1. Lineare Reduzierung bis auf Ty = 150 °C mit 2,0 mW/°C.
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BF348

Elektrische Kenndaten bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter M Priifbedingungen min  typ max Einh.
UsRryas Gate-Source-Durchbruchs- lg = —1 pA, Ups =0V —40 \Y
spannung
lgss Gate-Reststrom Ugs = —20V, Ups=0V —5 nA
ID(ott) Drain-Reststrom Ugs=—10V, Ups=15V 5 nA
Uas Gate-Source-Spannung Ups =15V, Ip =10 nA —1 —6 \%
IDss Drainstrom Ups =15V, Ugs =0V (Bem. 2) 10 60 mA
UDS(on) Drain-Source-DurchlaB- Ip =5mA, Ugs =0V 0,75 \
spannung
DS (on) Durchschaltwiderstand Ugs =0V, Ip =0, f=1kHz 160 Q
|Yois| Vorwirtssteilheit Ups=15V, Ugs=0V, f=1kHz 6 15 mS
Cus Eingangskapazitat Ups =10V, Ugs =0V, f=1MHz 4 pF
Ciss Rickwirkungskapazitat Ups =10V, Ugs =0V, f=1MHz 1,5 oF
F Rauschzaht Up =10V, Rs = 100 Q, Rg = 1kQ 1,4 dB
f = 100 MHz (Bem. 3)
Vp Leistungsverstéarkung Up = 10V, Rg = 100 Q 20 dB
= 100 MHz (Bem. 3)
Piot = 1 (Tu)
300 1 13
! mw } i
| |
!
Prot 200 ;
100 R
0 |
25 50 75 100 125 °C 150
Ty———%
Bemerkungen:

2. Impulsmé&Big gemessen, tp = 200 ps, Tastverhaltnis < 2%.

3. siehe MeBschaltung.
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BF348

Ip = f (Ups)
Ugs=Parameter
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BF348
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BF348
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BF348

F = {(Rg)
f =100 MHz; Up = 10 V; Rs = 100 @

5
da\
4

\ /

BF 348/1

01 1 kQ 10
Rg — ™

100 MHz — MeBschaltung fiir Vp und F

e
Ly 6-15pF‘§-——| Ausg.60Q
Eing.50Q 1nF

0,4 pH

BF 348/2

+15V

Li: 8 Windungen 0,7 CuAg, 7 mm &, Anzapfung bei der 2. Windung
Lg: 22 Windungen 0,3 Cul, 5 mm @, mit UKW-Kern
Lg: 7 Windungen 0,7 CuAg, 7mm @, Anzapfung bei der 2. Windung
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Vorlaufige Daten BF357

NPN-Epitaxial-Planar-Silizium-Transistor im Silect-Gehéuse

Fir allgemeine Anwendungen als HF-Verstarker, Mischer und Oszillator bis
1,5 GHz.

Besonders geeignet als Antennen-Verstérker

Mechanische Daten

Diese Transistoren sind in ein Plastik-Gehéduse eingekapselt. Das Gehause widersteht Léttemperaturen,
ohne sich zu verformen. Selbst unter hohem FeuchtigkeitseinfluB zeigt das Bauelement stabile Kenn-
werte, und es erfllt die Anforderungen von MIL-STD-202C, Methode 106B, Der Transistor ist lichtun-
empfindlich.

Basis 1,6 %

—] »

5,12
41£0,13
=

[=4,7 +0,13%te——12,7 min———

410,25

. Silect-Gehduse mit TO-18 AnschluBfolge

* Lstfahigkeit in diesem Bereich nicht garantiert

MafBle in mm

Absolute Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung 30V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) 15V
Emitter-Basis-Spannung 3V
Kollektor-Dauerstrom 50 mA
Gesamtdauerverlustleistung bei Ty =< 25 °C (Bem. 2) 200 mW
Lagerungstemperaturbereich —55 °C bis +150 °C
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehéuse filir 10 s 260 °C
Bemerkungen:

1. Dies gilt bei offener Basis
2. Lineare Reduzierung bis auf Ty = 150 °C mit 1,6 mW/°C

i TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
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BF357

Eiektrische Kennwerte bei Tp = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter h Prifbedingungen min typ max Einheit
Usrycso Kollektor-Basis-Durchbr.-Spanng. Ic = 1uA, lE=0 30 \
UmRr)ceEo Kollektor-Emitter-Durchbr.-Spanng. I¢ = 2 mA, IB=0 15 \"
UiryeBo Emitter-Basis-Durchbr.-Spanng. Ig = 10 nA, lc=0 3 \
lcBo Kollektor-Basis-Reststrom Ucs =15V, [g=0 10 nA
IEBO Emitter-Basis-Reststrom Ugp =2V, lc=0 100 nA
hate Dynamische Stromverstarkung Ucg =6V, lc=5mA;f=1kHz 20 100 350
UcE@aty  Kollektor-Emitter-Sattigungs- IB =2 mA, lc = 20 mA 1,0 \
spannung
fr Transit-Frequenz Uce =6V Ilc =20 mA 1,6 GHz
Cob Kollektor-Basis-Kapazitat Ucp =6V, I =0, 12 15 pF
bei offenem Emitter f=1MHz
Cize Riickwirkungskapazitat (Bem. 3) Uce =6V, Ic =2mA 0,85 pF
F Rauschzahl Uce =6V, lc =2mA, 40 70 dB
Rg = 60 Q, f = 450 MHz
Vp Leistungsverstarkung f = 200 MHz 10 13 dB
(siehe Testschaltung) f = 800 MHz 6 75 dB
rb'Cc Kollektor-Basis-Zeitkonstante Uce =6V, Ic = 5 mA, 5,0 ps
f =789 MHz

Vierpol-Koeffizienten in Emitterschaltung bei Ugg = 5 V, lc = 2 mA, f = 500 MHz,

gile = 11 m$S g22e = 0,5 mS
bize =9 mS bgze = 4,0 mS
Ci1e = 2,86 pF Ceze = 1,28 pF

| Ya1e| = 41 mS | Yige| = 15 mS
—pa1e = 70° —g12e = 115°

erzielbare Leistungsverstarkung bei Ugg =5 V, Ig = 2 mA, f = 500 MHz

[ Yerel®

_— (Bem. 3)
4 g11e . Q22e

Vpopt =

Bemerkung:

3. Transistor auf Wunsch mit Abschirmschelle lieferbar

Vp opt = 18,5 dB
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BF357

Ptot = f (Tv)
250 2
-~ mwW <
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BF357

[Y21¢|
Ucg=5V 'Y21el—_—>
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BF357

hte = f (Ic);

Yaze UCE =6V; f =1kHz
- < b 80 TN 2
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BF357

Ci2e = f(Ucn)
Ilc=2mA,f=1MHz

1’Ce = f(lc)
f=789 MHz
30
T Ucg=6V
ps
II \
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BF357

Breitband-Antennenverstarker

Schaltbaispiel

2709

100pF
100 pF

BF 357
60Q

N9

Frequenzbereich: 47... 850 MHz
Leistungsverstarkung: f = 100 MHz 14 dB
Vo . f = 500 MHz 10 dB
f = 800 MHz 9dB
Rauschfaktor: f =100 MHz 6,4 dB
F f = 500 MHz 6,0 dB
f = 800 MHz 7,0 dB

T
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BF384, BF385

NPN-Epitaxial-Planar-Silizium-Transistoren im Silect-Gehause

Fur Verstarker und Oszillatoranwendungen bis 800 MHz,
vorzugsweise in Vor-Misch-Oszillator- und ZF-Stufen in AM- u. FM-Schaltungen

Mechanische Daten

Diese Transistoren sind in ein Plastik-Gehause eingekapselt. Das Gehause widersteht Lottemperaturen,
ohne sich zu verformen. Selbst unter hohem Feuchtigkeitseinflul zeigt das Bauelement stabile Kenn-

werte. und es erfillt die Anforderungen von MIL-STD-202C, Methode 106B. Der Transistor ist lichtun-
empfindlich.

Emitter _]—,6 *

a

41:0,13
-

le—5,10—af

4,7 £0,13 12,7 min

41£0,25

Silect-Gehéduse
* Latfahigkeit in diesem Bereich nicht garantiert

MaBe in mm

Absolute Grenzwerte
BF384 BF385
Kollektor-Basis-Spannung «~ 30V -
Kollektor-Emitter-Spannung <« 20V -
Emitter-Basis-Spannung «— 5V -
Kollektor-Dauerstrom «~ 30mA —-
Gesamtdauerverlustleistung bei Ty < 25°C (Bem. 1) <~ 250 mW -
Lagerungstemperaturbereich <« —55°C bis 150 °C—
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehause fiir 10 s <« 260°C -

Bemerkungen:

1. Lineare Reduzierung bis auf Ty = 125°C mit 2,5 mW/°C

i TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
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BF384, BF385

Statische Kenndaten bei Ty = 25 °C

Parameter Priifbedingingen BF384 BF385 Ein-
min typ max min typ max heit

URr)cBO lc = 10 pA, Ig=0 30 30 \

U@Rr)cEO lc=2mA, IB=0 20 20 \Y

UBR)EBO IE = 10 uA, lc=0 5 5 \%

hrE Uce =10V, Ic=1mA 75 750 34 140

UBe Ucg =10V, Ilc=1mA 0,65 0,85 0,65 0,85 \

Dynamische Kenndaten bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

fr Uce =10V, Ilc=1mA 800 800 MHz

F Uce =6V, lc = 1mA, f = 60 MHz, 3 3 dB

Rg = 400 Q
Cize Ucg =10V, lgc=1mA, f = 36,6 MHz 0,75 0,75 pF
r'Ce Uce =10V, lc=4mA, f=100MHz 9 9 ps

Uce = 10V;lc =1 mA; f= 450 kHz

gi1e = 0,6 mS
bile =10 uS
Cize = 10 pF
Ci12e = 0,75 pF
| Yo1el =33 mS
g22e = 7 1S
b2se = 4,7 uS
Cage = 1,5 pF

Ucg=10V;lc=1mA; f= 366 MHz

g11e = 0,9 mS
biie =2 mS
Ci1e = 8 pF
Ci12e = 0,75 pF
| Yo1e| =31 mS
gage = 11 1S
bege = 310 S
Cage = 1,35 pF

Vierpol-Koeffizienten

Ucg=10V;lc=1mA; f= 10,7 MHz

dgi11e = 0,6 mS
bize = 0,7 mS
Ci1e = 10 pF
Cige = 0,75 pF
| Yo1e| = 31 mS
g22e = 6 1S
bagze = 100 1S
Cege = 1.5 pF

Ucg=10V; Ic=1mA; f= 100 MHz

gi1e = 2m3
bite = 43 mS
Ci1e = 6,85 pF
ga22e = 10 uS
baze = 0,9 mS
Cage = 1,43 pF

| Y21e| = 31 mS
—@21e = 35°

| Y12e ] = 250 uS
—@i2e = 100 °

g1ip = 30 mS
—bi11p = 10 mS
—C11p = 15,9 pF
gogp = 10 uS
bgep = 0,9 mS
Cagp = 1,43 pF

| Yo1p | = 31 mS
@21b = 155°

| Y1gp | = 300 uS
—@12p = 85°
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BF384, BF385

Ic = f(UBg)
Ptot = f (Ty) Ucg =10V
400 = 2 107 g
W < A E
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BF384, BF385

HrE (I0)
Hrex= —————— = f (I
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BF384, BF385

| Yaie|
Uck = 10 V, Parameter = I¢
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BF397, BF398

PNP-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistoren

Silect**-Transistoren flir industrielle Anwendungen

Mechanische Daten

Diese Transistoren sind in ein Plastik-Gehause eingekapselt. Das Gehause widersteht Lottemperaturen,
ohne sich zu verformen, Selbst unter hohem FeuchtigkeitseinfluB zeigt das Bauelement stabile Kenn-
werte, und es erfillt die Anforderungen von MIL-STD-202C, Methode 106B. Der Transistor ist lichtun-

empfindlich.
Basis 1,6 %
— %,
5
t - e :
sl & 2
s8] 1 — — —
l < — —
[=4,7 +0,13 12,7 min
410,25
Silect-Gehduse mit TO-18 AnschluBfolge
* Lotfahigkeit in diesem Bereich nicht garantiert
MaBe in mm
Absolute Grenzwerte
BF397 BF398
Kollektor-Basis-Spannung —90V —150 V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) —90 V —150 V
Emitter-Basis-Spannung —6V —6V
<~ —100 mA -

Kollektor-Dauerstrom
Gesamtdauerverlustleistung bei Ty < 25° C (Bem. 2)
Lagerungstemperaturbereich

Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehé&use fiir 10 s

Bemerkungen:

1. Dies gilt bei offener Basis
2. Lineare Reduzierung bis auf Ty = 150° C mit 5,0 mW/°C

** Schutzmarke von Texas Instruments.

<~ 625 mW —
<« —55 °C bis 150°C —
«~ 260 °C -
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BF397,

BF398

Elektrische Kenndaten bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter * Priifbedingungen BF 397 BF 398
min max min  max Einh.
U@srycBo Kollektor-Basis- lg = —10 pA, ig=0 —90 —150 Y
Durchbruchsspannung
Usryceo Kollektor-Emitter- lc=—10mA, Ig=0 —90 —150 Vv
Durchbruchsspannung (Bem. 3)
UmsryeBo Emitter-Basis- Ig=—10pA, Ic=0 —6 —6 Y
Durchbruchsspannung
lcBO Kollektor-Basis-Reststrom Ues=—-70V, Ig=0 —50 nA
Uep=—100V, Ig=0 —50  nA
|IEBO Emitter-Basis-Reststrom Ugp=-4V, Ic=0 —50 —50 nA
hrE Gleichstromverstarkung Ucg = —10V, I¢c= —100pA 20
Uce=—10V, Ilg=—1mA 25 25
Ucg = —10V, Ic=—10mA 40 250 30 200
(Bem. 3)
Ucg = —10V, Ic=—100mA 20 20
(Bem. 3)
Gruppe A Uceg =—10V, Ilc=—10mA 40 150 30 100
(Bem. 3)
Gruppe B Ueg = —10V, Ig=—10mA 130 250 80 200
(Bem. 3)
UBE Basis-Emitter-Spannung IB = —1 mA, lc = =10 mA —06 —09 —06 —09 V
UcEisaty  Kollektor-Emitter- Ip = —1 mA, lc = —10 mA —0,5 —05 V
Sattigungsspannung (Bem. 3)
Bemerkung:

3. Impulsmé&Big gemessen, tp =300 us, d < 2%.

[o]
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BF397, BF398

Ptot = (Tw)
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BF397, BF398

A483

Ic = f(UBEg) fr = f(ic)
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BF397, BF398

Ucgsat)y = 1(Tv)
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BF397, BF398

he = f(Ucn)
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BF 910

N-KANAL-SILIZIUM-VERARMUNGS-MOSFET-TETRODE

MAI 1978

Anwendung

® Besonders geeignet fiir FM- und VHF-FS-Tuner als geregelter HF-Verstarker sowie fiir Mischstufen

mit geringer Kreuzmodulation.

® Fiir allgemeine Anwendung als HF-Verstirker und -Mischer bis 600 MHz in Source-Schaltung.
e Fiir kommerzielle Anwendungen als rauscharme selektive Vorverstarker.

Technologie

o Nidridpassivierter Kristall

o lonenimplantation

® Monolithische Gate-Schutzdioden

o T-Pack-Bauform, mit niedrigen Kapazitaten und {nduktivititen

Vorteile
e Niedriges Rauschen typ. 1,8 dB/200 MHz
® Hohe Steilheit typ. 25 mS

® Geringe Riickwirkung  typ. 0,035 pF
® Leistungsverstirkung typ. 25 dB/200 MHz

ro'“:Cl

i =] Gate 1 | T Drain *
Symbo ~5% [] .53 '—J('—," TT%— ?09:01
A
3
S

©
15 b
.] I t
lots |
| I Source,
.2 Substrat
1 20202 g0
| Boz01
Létbarkeit in diesem Bereich nicht garantiert Alle MaBe in mm

Gate-2

Gate -1 l

Drain

{Bem. 2)

Monolithische Schaltung des BF 910

-°—J.E

IX

Source

Grenzdaten bei 25 OC Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)

Drain-Source-Spannung . . . . . . . . . Ups.
~ Drain-Dauverstrom . . . . . . . . . . . Ip . . ..
Gate-1-/Gate-2-Source Strom . . . . . . . . *1g2s/* IG2s
Gesamtdauerverlustieistung bei (oder unter)
25 OC Umgebungstemperatur (Bem. 1) Ptot .
Lagertemperatur . . . . . . . . . . . . tstg
BEMERKUNGEN:

1. Falit linear mit 3,3 mW/OC auf Umgebungstemperatur von 125 ©C ab.

20V
50 mA
10 mA

330 mwW
150 oC

2. Die MOSFET-Tetrode ist monolithisch mit den Schutzdioden (Zenerdioden) zwischen Gate-1 und Source als auch Gate-2 und Source

integriert. AuBerdem ist das Substrat mit Source verbunden.

PRELIMINARY DATA SHEET:
Supplementary data may be

published 31" a" Iater " ate. TEXAS INSTRUMENTS
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Elektrische Kenndaten bei 25 0C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)

PARAMETER PRUFBEDINGUNGEN MIN TYP MAX EINHEIT
U(BRr)DS Drain-Source-Durchbruch- Ip =10 LA, 20 v
spannung -Ug1s=-Ugas=4V
Gate-1-Source-Durchbruch- *ig1s =10 mA
kS ‘ 6 \
UiBRIG1SS spannung {Bem. 3) Ug2s=Ups=0
Gate-2-Source-Durchbruch- tig1s=10mA,
+ 6 Vv
UiBRiG2ss spannung (Bem. 3) UGg1s=Ups=0
+ =
*1G1ss Gate-1-Source-Reststrom ngS‘f UZSV= ° 100 nA
+ = -
tiga2ss Gate-2-Source-Reststrom szszi U;SV: 0 100 nA
1pss Drainstrom (Bem. 4) 322;:13 \\; Ug1s=0. 6 40 mA
Gate-1-Source- Ups=12V, Ugzs=4V,
- 3,5 \

UG1S(off) Abschniirspannung Ip = 200 A
_ Gate-2-Source- Ups=12V, Ug1s =0,

UG2s(oft) Abschniirspannung Ip = 200 uA 3.0 v
¥ 2151 Vorwirtssteilheit 32?;‘; Ve :’f'ﬁ(;f V. 16 2 ms
C12ss Riickwirkungskapazitét tJDDf : :niv' :)stM:Hdz V. 035 pF

. s Ups=12V, V] =4V,
C11ss Eingangskapazitat IDD=S 10 mA f =G$SMH2 6 oF
. Ups=12V, U =4V,
Cooss Ausgangskapazitat IDD=S 10 mA. P stMHz 25 pF
Ups =12V, Ugas=4V,
Gps Leistungsverstarkung B =12 MHz, f =200 MHz 25 de
(Abb. 1)
Ups=15V, Ugas=4V, 18 4 s
F Rauschzah! 1{Abb. 1) £ = 200 MHz ‘ 5 d
BEMERKUNGEN

3. Alle Gate-Durchbruchspannungen gemessen bei maximal zugelassenem Strom der Schutzdioden. Dies garantiert eine richtige Funktion der
—

Schutzdioden.
4. ImpulsmaBig gemessen: t, <300 s, d = 2%
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Ip =t (Ugs) Ip =t (Ugzs)
* O s = 12v II 0 os = 12v
[ {ma]| =05 = [maj| DS ~
: Ugzs = 4V I / Ueis= 0V
|60 40
| | (] 1/
]J _"[Dss=35mA\ [ / . Ipss = 35 mA
0 3l B5mA \I‘ © 3 25 ma
15 mA —| 15 mA
20 20
, ;/ /
. el
i 10 o
10 ) /[ —
0l / 0
-3 -2 -1 0 1 [v]2 -4 -2 0 2 4 [v]
Ugig——® Ugas———— =
5 Ip = f(UG1s) Ip=f(Ups)
T T T 100
Ups =12V S 4V Ugos = 4V =2v
(ma]| V05 Ugas / [ma)| 7625 Ugig:
Ipss=25mA Z Ipgg=25mA /
40 v, A 80
//
10 5 //V 0 6o / v
1/ [
V=
9 7 A{/( 40 ’II 0,5V
- Y. YW
S ov
" pZ o ,
Y, oV T
/7 e -05V
[ -05V
0 I 0
-15 -10 -0,5 0 05 (v 0 5 10 15 v]
Ugis——= Upg —=
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I [Y21s] = f (Ugrs) Iasl =t (Uges)
Ups = 12V 40 Mps = 12v
(mSE™ _ 1enz mSh ™ enz
l H
32 DSS = 25mA 32 les: 2SmA
| Ugis =0V
IVz1s|2‘ /! Ugas = Naisl 5, P
// NGV e Tuers- 05!
" // "
A\ 3v
8 A\ 8
N2v
ov .
1
0 05y N o NP
-2 -1 0 1 [vl2 -1 0 1 2 3 [V]s
Ugig—————== Ugss—™
[Yasl =f(Ip) C1255 = (Ups)
[“g Ups =12V ?.08] Ugzs= 4V
m Flt1 = 10mA
Ugzs= 4V Pril D
f = 1MH2z
32|t =1kHz 007 |1pgs = 25mA
1055:25 mA
Cizss
Y
Yaisl % 0,06
Y
: \
/
16 / 005 \
8 0,04 \
”, ) \
’ﬂ
0 - 003
0) 1 0 {mA]100 5 8 2 VI1s

ID—» UDS—..
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Cuss = f(Ugis) C22s5 = f (Ups)
"ugs = 12v 10 Ugzs=4V
[pF] Ug2s= 4V [pF] l[D =;(;mﬁ
DSS =25m
g|1DSS = 25mA 8 |f = 200 MHz
“ f = 200MHz \
Cuss g Cazss
L~ =8
4 4
2 2
0 0
-15 -10 -05 vl 0 4 8 12 16 vl
Ugig ——————= Ups —————=
00 Ptot = f (Tamb) Yais
[mw) -40 Ups = 12V [
[ms] lIJst= ‘~SV N
= 25m.
320 \ 32 [-058 ——— 600 MHz
Ip= A .
D 2;5|m
Ptot \ by IF"A 400 MHz
240 -24
,|lOmA
It
|
60 -16 SmA FZOOMHZ—
v ¥
80 -8 100 MHZ]
'f.' |
o 50MHz{
0 ) |
0 50 100 [°C] -0 0 10 20 30 [ms]
g —————=

Tamb —————&=

TEXAS INSTRUMENTS



BF 910

N-KANAL-SILIZIUM-VERARMUNGS-MOSFET-TETRODE

MAI 1978
Y12s Yis
025 [ype = 1zv [T T 1 [::SO] Ups =12V
| (MSRugag= 4V I Uges= 4V
I Ipsg =25mA  |Ip=5SmA  25mA 50 1pss = 25mA
‘ 02 600MHz
’ 25mA
| b \| |60omHz
bizs byye Ip=5mA e
s i
015 | %o
10 | _P300MHz| !
o oMz —
0,10 400 MHz
5 100 MH2
005 200MHz 2 P5OMHz
190Ml;iz
0 P_S0MHz 1
0 -0 0 0, 0,2[ms]03 0y 02 05 1 2 S [mSl0
Gpg—— = Mg ——————
s 228 Cpg = f (Uga/ Ugas)
T T T T T
$ "7 lups =12v Ip=5mA 15mA 25mA Ug =12V |
i [mS)| ugeg= &V S [dB]|1pss = 25mA
1 = 25mA 600 MHz f=200 MHz
| jo|fDss = 25m 20
| /
i
b22s Gps ) I
75 400MHz — 10 l (Abb.1) I
[ u
H I J Yoz
5 300Mke 0 I / (Abb.2)
< 200 MHz I / —
25 e 0 /
oo=p 100MHz
| | /
p-e 50 MHz
0 I L . -20
0 0, 02 03 0,4Ims)0,5 -2 0 2 4 6 [vis

9225 —————=

e
Ug2/YUges
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Gps:f(lo) Gps:f(UDS)
F=f(ip) Regelung mit Ug) (Abb.1) F -t (Ups) (Abb 1)
Gps F Gpg F
‘ \ Ups =12V UG2s = 4V
' Ug2s= &4V Ip =10mA
Ipss = 25mA Ipss = 25mA
40 8 f = 200MHz 40 4 = 200 MHz
(aBlk8] [aB}[08]
30 6 0 3
3 \ Gps
20 4 - ™ 20 2 }
F
0 2 10 1
[ 7 /
0 0 0 0 /
0 5 10 15 20 [mA]25 0 4 2 6 [v]20
Ip ——= Upg——=
F=1(AGpg) Regelung mit Ug, (Abb.2) F=t(t)
'Y - 5
jUps =12V Ups = 12V
 {aBi1pss = 25mA [e8lugas= 4 v
‘ f = 200MHz Ip =10mA
; 16 4 Ipss = 25mA l
| ! /
F 3 /
8 A 2
/'/
4 - 1
//
0 0
) 4 8 2 6 -20 40 100 400 [MHz000
AGpg—— = f—
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|

18pF 1nF
! =
R,

ll:Q InF S
I I1nF

<

330k —
10kQ
ue Ug2 Unbst Ug
ABB.1 200-MHz-VERSTARKER
\1 UB ’_( )________
.(
120 kQD
1nF BpF
-
) InF t’é
inF T I
soia] L |
330kQ
10k -
) Uabst UGz

ABB.2 200-MHz-VERSTARKER
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